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GaAs 基板上の GaAsBi は光通信帯および更なる長波長のレーザの実現が期待される材料であ

ることから盛んに研究されている．前回， (100)面に 350 ℃で MBE 成長した量子井戸において 

GaAsBi / GaAs 量子井戸の試料表面からの PL を測定すると非常に強く偏光していること（偏

光度 P = 0.2）を初めて報告した．(411)A 面 GaAs 基板上の GaAsBi / GaAs 量子井戸の MBE

成長において、GaAsBi の成長前に Bi の単独照射を行なう事、GaAsBi 成長後 GaAs 層を高温成

長する事で発光波長の長波長化が可能であ

る。今回，Bi 単独照射を行った試料について

PL の偏光特性を測定し Bi 単独照射を行っ

ていない試料を比較した． 

(100)GaAs 基板を用いて成長した試料で

比較した．いずれの波長も(011)方向に強く

偏光した．Bi 単独照射した試料のピーク波長

は 1.17 μm と Bi 単独照射を行っていない試

料より 0.07 μm 長い. また, 偏光度は Bi 単

独照射ありP = 0.14と Bi 単独照射なし（P =

0.2）よりも低くなったが十分に高い偏光度

が得られている。 図 1 :Bi の単独照射を行った GaAsBi/GaAs 
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図 2：(100) GaAs 基板上 GaAsBi / GaAs の PL 特性と偏光度 

第66回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2019 東京工業大学 大岡山キャンパス)11a-S422-7 

© 2019年 応用物理学会 12-146 15.3

mailto:f845024c@mails.cc.ehime-u.ac.jp

